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Après introduction de charges fixes positives à l’interface:
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XOR avec 8 transistors
(voir script)
L’inverseur final sert à isoler la sortie de l’entrée !

XNOR XOR



XNOR: 8 transistors et isolation
XOR:    6 transistors sans isolation
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AOI-21   [(A et B) ou C] (voir script)
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Layout AOI-21
«And-Or-Invert»

Weste/Harris, « CMOS VLSI design », Addison-Wesley


